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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В МОНОДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ 
СО. СФЕРОИДАЛЬНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ПРИ 

СИНУСОИДАЛЬНОМ ВНЕШНЕМ ПОЛЕ

Негледозлно распределений нуля у неоднородной среде и «нкснмосы ֊и ■ ir.ni- 
чины поверхностной проводимое? ։. объемной концентрзиип. формы сфе • :»ндзлнных 
мхлючелпц к частоты внешнего синусоидального поля. Получены .шкономерностн за- 
г. ханш։ ноля во включениях и его усиление и среде с ростом поверх ног г:՛ эй пр: по 
ДИМ.Оч т֊и.

Н.т 2. Ьмблиогр.: 4 пази.

( шЪд/н/Тш/рЪ 11р.11игр1ч11։чЪ Ы-

ршлЛшЪ Ъ крили!, 1։1)Ъч1/ч1 (у урн/п/Г 1/рш Ifb41i.l1/4J։ И 1։։/1ч!Ъи/։/рр։/։лЗ /, П1.1}։пр

/а/р/риЛ/нр ]ш\/ Ь/^/иупч!)։ \ibf4iilij и/Ъ Ъ1։р։/п/։1 I/ урш Ю^р ур'/пи}՝ .1 и/^Ьр Ь/Г) ][/и։ ][/Ь ^/иупр- 

1р։։1р։А։Г>։р/шЪ и/^рЪ ч/чурЬ//։։//)՝ /1Ч։/и^։иЛ ЪI.ри։։։и шЬ Ы1рд, Лш/^ш/и//{Л/ р/и/ЧС^

ь шриииррь ир1ич чпруч/{рЪ уи1>и։р \։и:՝Ч1р։п։[1։пА։р/;;

В [1] исследовано электрическое ноле в монодисперсной системе 
при внеш-яе՝.! постоянном поле и учете повер.хностзюй яр и поди мои н 
включен'вн. В этой работе показано, что выражения пап ряжен постом 
■юля внутри включении £1 и в среде, у вершины включения, опре­
деляются совместным решением следующей системы уравн. пн;՜--

(I - Л V,
Л,($) ֊ £0($)-----------/г — Р(<),

V ^֊»»

Г2 (з) - £0($) ф — (— р (5), ( I
I 5.,

Р[Х} \%п, -!■ " 5'-£0(а)
1 г5:,

где Гм(л’)--лаплас во и зубр жене напряжет отн Г. (/) внешнего 
од но родного поля: /Их)֊ изображение дкпо.и.пого момента /?(/)

вкЛ'д че:։։:я вдоль оси 2а. пяраллель"ой вектор\ /:й: V н /—объем 
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включения и объемная концентрация включений в системе; V., 
коэффициент деполяризации включения вдоль оси 2а\ s։—абсолют­
ная диэлектрическая проницаемость среды (г,- включения);

-Л-Ч_ ■ _______5L_____(9)

f ’ л,=--------------- liJTLKt-?._________ ;

7i + (Ti + Ts + 2l)(l“֊/)M
(3) 

- ;э+(е1 —ga)(i -f)Na
1гНТ|֊Ъ + Ш֊/)Л- '

В (2) и (3) 7, и у.. удельные объемные электрические прово­
димости включений и среды, удельная поверхностная электри­
ческая проводимость включения, и и Z? с—полуоси сфероида.

Анализ этой же задачи при внешнем синусоидальном поле приво­
дит к общественно отличающимся результатам по сравнению е 11|. По­
этому ниже исследуется распределение установившегося поля в дис­
персной системе при внешнем синусоидальном поле в зависимости от 
объемной концентрации, формы и иовержностиой проводимости сферои­
дальных включений, частоты поля.

При внешнем синусоидальном поле £q(/) ----- Л՝,17 sin («»/ — >,) для 
оригиналов момента p(t) и напряженностей /?։(/) и /Д.(М получаем

р (Г) = Уг.,пх sin (о/ 1 4, - aj — k^e sin OJ] Eam , (4>

7-i (0 ^w^orn SIH (*’>/ -f- >r >5<) -f* (1 / ) А‘.ч & Sin ),

(5}
(/) = kv,Eoir. sin («>£ — ֊ Ф2х) (1 —

“ (I — /) Л', 1 kwEom e " ’ sin ('jf, — i).,). 
где

/ n} -p w2 6; m — /7Л
֊1+^4՜’ b^arctg<oS.

(6>

= у 11 - (I —/ ).va P r I- U ' . )Ad нх • Л

___________________________________ '_________________ (7)

(I -rrtjl ֊(I -Г)Л-„| * ֊ •• ТЛ -(1

1-tur-2
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(1 - - 7։)
" ֊ агсЧ« ֊]—(, _ у ) у„ „л 4. . т< + „ 0Д1 _(| -/)Л'аТ?''

, . . »։П֊(1 -/)АЧ(у֊о,)
ь а-'1 + »։[1֊(1-/).у,| (1 -/)л;]} ■

Из (5) следует, что между установившимися функциями напря 
ценностей Е„. Ех и Л'2 имеется фазовый сдвиг и поскольку 6. =/=*,. т 
знаки и ՛<..»• противоположные. Следовательно, функция одной и 
напряженностей опережает, а другая отстает по фазе от напряжен 
мости внешнего поля.

Согласно (5), £։1 и являются относительными значениям! 
■амплитуд установившихся составляющих функций /:՝,(/) и /:2(/). Н 
рис. 1. 2 приводятся кривые £։1 и Л։։ в зависимости от > 7/7, 
объемной концентрации / и формы .V, включений и частоты •< внеш 
него поля. Вели анализировать кривые рис I, 2 только с точки зре 
ния затухания ионизации (или поля) в газовом сфероидальном вклад 
чении диэлектрика, можно отметить, что как при постоянном, гак I 
-синусоидальном полях величина концентрации включений практнче 
ски не влияет на этот процесс. В отличие от случая внешнего по 
стояиного поля, когда форма включения ее влияет на процесс зату 
хаиия ионизации |1]. происходя шей уже при — -и (равенство: ш 
числовым значениям), т. е. при •/ - 1, в случае сннусоидальлоп 
внешнего поля эта зависимость весьма существенна. Величина ՝*, об 
уславливаюшне затухание ионизации в полости в зависимости от Л' 
меняются в широких пределах. Так, если в <лучае А - 1.3 (сфера 
затухание (рис. 1а) происходит при значении ( .с. . Ю^Я
то в случае V = 1 (дискообразное включение, перпеидикул ։рнсе век 

тору 5,) ՝/->. 10* (рис. 16) Получается, что чем короче ось сфероида

параллельной Яо, тем затухание ионизации облегчено.
С<шостайляя кривые рис. 1՝ 2 а и б, можно заключить, что повыше 

пне углю .‘Н частоты внешнего поля с 3141/г до 10՜՛ 1/с приводит к ионы 
шеиию значения г. необходимого для затухания ионизации, более че» 
на два юридка. Этот результат согласуется с экспериментальный։ 
данными [2]. Однако из этого факта нельзя сделать заключение, чп 
при в։., -ких частотах затухание ионизации н газовых включениях ди 
электрика затруднено. Как показали эксперименты [2], интенсивное! 
повышения проводимости стенок газовой полости пол действием чз 
стичных разрядов с ростом частоты поля резко возрастает.

Проведенное исследование показало, что если при постоянном под 
возникновение частичных разрядов или ионизация газовых включение 
диэлектрика невозможно, то при сиупсондальном ноле часткч>ны« 
разряды Зязательно возникаю!. Под действием частичных разряде֊ 
повышается проводимость стенок полости, что может привести лмбс 
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пробою диэлектрика вследствие повышения напряженности поля в сре­
де в зависимости от / (см. кривые Л|2, рис. I. 2), либо затуханию иони­

зации [2—4]. В случае включений’ 
из твердых материалов с высокой 
поверхностной проводимостью воз­
никает опасность пробоя диэлек­
трика особенно при высоких кон­
центрациях включений.

/ сфероидальных включений при угловой 
частоте внешнего однородного синусои 
лЗН'НОго поля <■> ЗЫ I с и при
« I I 1 м. Тг Ю“1вСл м. 10 “См ■ 
0 при Л' 0,53. б — Л?= I. в—Л'=13.

пс 2 Зависимость коэффк центов
,, и йг ог.Ю1ией։ы •/ и

к ищентрацип У сфероидальных 
нкночевий при угловой частоте 
внешнего однородного синусоидаль­
ного поля ш=10՛ 1,с и при -ч=10 ՝ л. 
и = 10՜’“ См м, ՝(֊_. -- 10 11 Сл.'л:

а при .'V 0,53. 5 — Л՜ I
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

S ДК 621 МО 062 N 62 ։ .382ДЗ

Р В АВАГЯН. А А ВАРДАНЯН. Г. Г. КИРАКОСЯН, А. С ШАБОЯН

СИЛОВЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ 
С МНОГОКАСКАДНЫМ УСИЛЕНИЕМ

Приведена методика для георгтичегкого расчета коэффициента усиления .
ftj։> ci..-оиич многокаскадных траилнеторных -.ночей При разработке методики ЙоН 
холили и модели уприалсиин зарядок ■ учетом >|мрект> накопления заряда и миду*Я 
лянин коллекторного слоя. Приведены результаты расчета по этой методике для грм* | 
каскадного транзисторного ключа пралнлынхть которых пидтнерждастся »ксперлмсп՛ I 
тальнь-мн исследованиями на опытных транзи.-торных ключах. изготовленных по теддЯ 
мо.тогди гранлгпороп серии ТО По анализу зтпх результлгоз рекомендуется iiol 
лольмвпнис мет&днхн на практике при расчете и хонструмровзвин силовых м'.ого«и 
каскадных транзисторных ключей.

Ил. 3. Табл. 1. Библногр. 5 надв-

bbjil/tupufftpui t niduijfth f.iagdt4tu>fidiuh uipiuL։/f>ui.tn[lbjjhl՛ fuzl/urjic' (ittin '••TIluAtfll Л1«Ц» I 
циХрЛиЛ >лКии>^и>1 •Л<Р"1}р> /Прп։}/։ fl

\’ил/и>/1Д> ;Lfiu>[i JrqaipirifriJfi tti li niuimft diu'v hn{4ubiffrumnpuijftb putltmini lUfa I

Jhpntf»^ IfUiMUipi/u,-» IfUsfiiiluiJnippuh j
.'l.n/.wiu«r»/<uJ ( ТКД C rrt1 ntkfuL/i^e>ri(U4fnt( uptli/ipiutfuti[illi ]

i/infrAbiuLwl։ niHi^iujaTiuL >'nuurbpi»j/>b I/|

Pjunfpt J. fidb t/h) nt[ uiprlfr,l\jf\Jt,pfi ilt.ffKtimPjwi, ^l"*' яглш^ир^пчГ ifHpiLuil/iuliHuI 119- 
шшцлрЦц inifjiut >fhpn.fV ЛК.. j/j. f >։ibw//fb/i/i/l 'lUQ^Wp^fuiK

L Ll.l/niurf^lt ,./V JuiJ Uibutl/l

Снлиныс транзисторные ключи с многокаскадным усилением бла* ! 
годарн высоким значениям коэффициента усиления, полной управляет । 
мости по входной цели, быстродействию и компакта։ости .монтажа мо1 i 
гут стать оптимальным переключающим элементом ։< силовых цепях и 
устройствах, иешигредственло питающихся от сетей 220 и 380 13. Нс-
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